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１．概要（Summary） 

ダ イヤモン ド窒素空孔中心 (Nitrogen-Vacancy 

center: NV センター)は室温動作型の高感度・高空間分

解能センサーとして期待されている。本研究ではNVセン

ターを含むダイヤモンドをプローブとして用い、原子間力

顕微鏡と同様のシステムで走査し、センシングする手法を

目指している。そのため、NV センターを含むプローブを

製作することを目的とした。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  125 kV電子ビーム描画装置、酸

化膜ドライエッチング装置、12 連電子銃型蒸着装置、プ

ラズマ CVD 装置、多目的ドライエッチング装置、高速マ

スクレス露光装置 

【実験方法】 

まず NV センターを製作する前に、基板上に溝状の微

細加工を施した。この工程ではプラズマ CVD 装置、レー

ザー露光装置、多目的ドライエッチング装置、酸化膜ドラ

イエッチング装置を用いた。次にダイヤモンド薄膜を成長

し、溝構造部分にNVセンターを製作した。この基板上に

200~1200 nm のピラー構造を製作し、自作の共焦点顕

微鏡にて評価を行った。この時ピラー構造の位置合わせ

のためにメタルアライメントマークを用いた。この工程では

メタルアライメントマーク生成のためにレーザー描画装置、

12 連電子ビーム装置を、ピラー製作のためにプラズマ

CVD装置、125kV電子ビーム描画装置、多目的ドライエ

ッチング装置、酸化膜ドライエッチング装置を用いた。 

また、厚さ 50 m の基板上に Ni を蒸着させることで、

Ni 異方性エッチング法[1]にてダイヤモンドプローブの切

り出す準備を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

微細加工 NV 基板上に製作したピラー構造の SEM

像と共焦点顕微鏡像を Fig. 1に示す。ピラー加工部分と

未加工部分の特性比較を Table. 1 に示す。これらよりピ

ラー構造を作製することで NV センターの磁場感度の向

上に成功したことがわかった。 
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Fig. 1 image of pillar structure a)SEM b)Confocal 

Table. 1 Properties of NV centers 


